Si-Thyristoren,I _.=7,4A

eff

BTW 27/100R
BTW 27/200R
BTW 217/400R
BTW 27/600R

Ausfiihrung Diffundierte Si-Thyristoren
mit internem Gate-Kurzschlul im
Metallgehduse TO 66, Anode galvanisch

mit dem Geh&duse vewrbunden.

Anwendung Universeller Schalt- und Regel-
Thyristor mit hoher Sicherheit gegen

Uberlastung,

Grenzwerte bei TG=25°C

BTW 27/100R

vorliufige Daten

TO 66 (4,69)

neg. und pos. Scheitelsperr-
spannung

URW/UDW

@l BTW 27/200R

-
(=}
(=)

=| BTW 27/400R

o

=| BTW 27/600R

0

neg. und pos. Spitzensperr-
spannung

URR/UDR

100

negative Stoflsperrspannung

RS

150 300

500

700

Thyristor-Dauergrenzstrom
¥ =180°,

T _=75°

G 75°C

Irav)

4,7

>

effektiver Thyristorstrom

= o
Tj 20...75%C

7.4

Grenzlastintegral

50

Thyristor-StoBstrom
t =10ms
P

100

Stromsteilheit in Flufirichtung
Tj= 100°C

0,67 UDW
Irs™10Ipay)

IGT= 80mA

t =01
b Ms

200

Lagertemperatur

-20...125

Betriebstemperatur

-20...100

02.71
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BTW 27/100R
BTW 27/200R
BTW 27/400R
BTW 27/600R

Si- Thyr1storen,1eff= 7,4A

vorldufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei T;=-20... 100°C

pos. und neg. Sperrstrom

bei UDW/URW
Tj= 100°C

-

<15 mA

BTW 27/100R

<5

Haltestrom
=950
TG 5°C

Igr=0

15 (<50) mA

Durchlalspannung

Ip=3 1Ay

1,7(<3) v

Gate-Triggerstrom
UAK= 12v

=1
RL 2Q

1GT

15 (<50) mA

Gate-Triggerspannung

UAK= 12V

GT

0,7 (<2) v

Kritische Spannungs-
steilheit
wiederangelegte

Spannung = 0,67 UDW

du/dt

300 V us

Thermischer Widerstand
Sperrschicht/Gehiuse

thG

02..71
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Si-Thyristoren, IT(av)=25A

BTW 28/A/500 R
BTW 28/A/600 R
BTW 28/A/700 R
BTW 28/A/800 R

Ausfiihrung Schnelle diffundierte Si- Thyristoren
fir hochstes di/dt (1000A/us) und geringe Schalt-
verluste im Metallgehiduse TO 48.

Anode galvanisch mit«dem Gehduse verbunden.

Anwendung Wechselrichter, Radarmodulator,
Impulsgenerator hoher Leistung, schnelle
kapazitive Entladungen, Ld&schthyristor fiir
Wechselrichter, schnelle Entladung von
Verzogerungsleitungen.

Grenzwerte bei Tg= 250C

BTW 28/500 R

BTW 28/600 R

BTW 28 A/600 R

vorlidufige Daten

TO 48(10g)
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BTW 28/700 R

BTW 28/800 R
BTW 28 A/800 R

S|BTW 28 A/500 R

=
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~
w

negative Scheitel-
sperrspannung (1)
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positive Scheitel- 500

sperrspannung (1)

600

700

800 \%

negative Stof3- 250/600

sperrspannung

300/700

350/800

200/900

Thyristor-Dauer- 25
grenzstrom
@ =180°

bei Tj =-65...400C

effektiver Thyristor-
strom

Grenzlastintegral 160

Thyristorstolstrom(2) 180
sinusférmiger Impuls
t, =10 ms

bei Tj =120°C

AZs

Stromsteilheit (4) 1000
in Durchlarichtung

I1g €200 A

UGK =20V
Steuer-Impulslédnge >1,5 us
Impulsanstiegszeit <0,1 us

di/at

A Jus

02,71
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BTW 28/A/500 R
BTW 28/A/600 R
BTW 28/A/700 R
BTW 28/A/800 R Si-Thyristoren, It(ay)=25 A

vorlédufige Daten

Grenzwerte bei Tg=25°C (Fortsetzung)

Gate-Spitzensperrspa‘nnung Ugr 10 \%

Gate-Durchlafistrom Iar 6 A

mittlere Gatz-Verlustleistung Pgav) |1 w
Gate-Spitzenverlustleistung (3) Pas 40 w
tp <100 us

Sperrschichttemperatur Tj -65...120 [°C
Lagertemperatur Tg -65...150 [oC
02.171
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Si-Thyristoren, Irav)=25A

BTW 28/A/500 R
BTW 28/A/600 R
BTW 28/A/700 R
BTW 28/A /800 R

Allgemeine Kennwerte bei To= 250C

vorlédufige Daten

negativer Sperrstrom (1) I BTW 28/A/500 R [<6 mA
i = o -
bei T =120°C BTW 23/A/600 R |<6
Uax = Urw
BTW 28/A/700 R [<5,5
BTW 23/A/800 R [<4
positiver Sperrstrom (1) Iy BTW 28/A/500 R [<3,5 mA
. = 1900
bei T_G 120°C BTW 28/A/600 R |<3
Uak=Upw
BTW 28/AJ700 R [<2,5
BTW 28/A/800 R [<2
Haltestrom Ig 45 mA
Ugk =0
Uagw=247V
1 =3 A
W
bei T =-65°C 150
Durchlaspannung U 1,8(<2,05) |v
Ip=25A
Gate-Triggerstrom Igr 50(<150) mA
vei T =-65°C 120(<500)
Gate-Triggerspannung UGT 1,3(<3) v
Uag=67V
RL =4 Q
bei T, = -65°C 2(<4,5)
Gate-Spannung Ugr <0,25 A%
ohne Ziindung
Uak = Upw
Ry, =200 Q
bei T =120°C
Freiwerdezeit tq <20 us
du/dt=200 V Jus
bis EJAK': 0,?7 UDW ‘
Ipg =10 A (sinusformig)
tp =2 us
Wiederholungsfrequenz 50 Hz
Steuerkreis liber 20 Q geschlossen
geschlossen
Sperrspannung im Umschalt-
moment <300 dann <50V
siehe Bild 1 und 2
Freilaufdiode parallel-
geschaltet <35
02.71
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BTW 28/A/500 R
BTW 28/A/600 R
BTW 28/A/700 R
BTW 23/A/800 R

Si-Thyristoren, IT(AV)=25A

vorldufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei Tg=25°C (Fortsetzung)

Freiwerdezeit bel Zwangs- tq
kommutierung
Wiederholungsfrequenz 50 Hz

Ipg= 10 A (Rechteckimpuls)
Impulsdauer 50 us
Impulsanstiegszeit <10 A /us
Impulsabstiegszeit <5 A Jus
Steuerkreis tiber 100 Q

geschlossen

du/dt=200 V/us bis Upg = 0,67 Upw
Sperrspannung im Umschalt-
momentSUDW dann <50 V

<20

S

kritische Spannungsteilheit du/at
Ugk =0 .
UR =0 bis 0,67 Upw ansteigend

500(>200)

V Jus

Thermischer Widerstand

Sperrschicht/Gehduse Rthe

oC/W

Anmerkung

(1) maximaler thermischer Widerstand Sperrschicht/Umgebung Riphy = 50 /W fir

diese Messung.

(2) nach diser Messung darf die Sperrspannung nicht unmittelbar wiederangelegt

werden.

(3) fir Impulsdauer von 500 us:20 W
5 ms: 10 W

(4) bei einer geringeren Gatespannung ist das von Thyristor zu ertragende di/dt
sehr viel geringer, z.B. 40 A/us bei nur 5 V Gatespannung.

02.71
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Si-Leistungs-Transistor NPN

BU 103 A

Ausfithrung Leistungstransistor in
Mesa-Technik im Metallgehiuse TO 66,
galvanisch mit dem Kollektor verbunden.
Anwendung Geeignet zum Einbau in die
Ausgangsstufe der Vertikal-Ablenkung

von Fernsehngeridten mit 1100C Bildschirm.

Grenzwerte bei T = 25°9C

vorliufige Daten

T0 66 (4,69)

Kollektor-Basis-Spannung Uecgo [120 v
Kollektor-Emitter-Spannung Ucgpo 100 v
Rpg =220 Q Ucgr (120
Emitter-Basis-Spannung Ugpo |8 v
Kollektorstrom I 1 A
Gesamtverlustleistung Piot 30 w
Sperrschichttemperatur Tj 200 oC
Lagertemperatur Ts -65...200 oc
Wirmewiderstand oC/W
Sperrschicht /Gehduse Ring <6

02,171
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BU 103 A

Si-Leistungs-Transistor NPN

vorldufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei TG= 25°C

Kollektor-Basis- UCBO =80V
Reststrom ~

ICBO <100 A

Kollektor-Emitter-
Durchbruchspannung

RBE =220 Q

Icgr™ 100 mA

statische Strom- I
verstiarkung
UCE =10 V

C=0,2A

*
h21E 50... 200

Transitfrequenz Ic =0,1 A
Ucg=10V
f=10 MHz

frp 100 MHz

Ausgangskapazitit Ucpp=10V
in Basisschaltung

Impulsweise gemessen: tp

02, 71

<300 us,6<2%
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Si-Leistungs-Transistor NPN BU 103 A

vorldufige Daten

Zuldssige
Gesamtverlustleistung Statische Stromverstirkung
Ptot = f(TG) hp1 g =1(I¢)
Pt (W) hae Uge =10V
0
N\
N
20 \\ 102 P
\Rtn6
10
\\
\
N\
0 10!
0 S0 w0 1\ Tg(o0) 102 0! VLU 31

Ausgangskennlinien

Ic=f(UCE)
Ig(mA) A4+ 4 .
i
400 — 3
=
- 25
300 /'//
I~ /
- et 2__
p—
200 flt—"T"
157
100 [
Ig=05mA
0 L1
6 0w W N Uge (V)

02.71
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Si-Mesa-Leistungs-Transistor NPN

BU 112

vorldufige Daten

Ausfihrung NPN Leistungstransistor in 27,2 86 =
Mesa-Technik im Metallgehiduse TO 3 m
(DIN 3 A 2), galvanisch mit dem Kollek- I} A 1
tor verbunden. - ‘T iidnd Y i -
4 AL St =
Anwendung Ausgangsstufe fir 90° Horizontal- ’ } =
ablenkung in Farb-Fernsehgeriten, -
®4.2 o | Z MOX.
3
Grenzwerte bei T = 25°C
Kollektor-Basis-Spannung UcBO |550 v
Kollektor-Emitter-Spannung Ucgo |275 v
RBE=100Q Ucgr |300
UBE= -5V UCEX 550
Emitter-Basis-Spannung Ugpo (10 A%
Kollektorstrom Ic 10 A
Basisstrom i 4 A
Gesamtverlustleistung Piot 85 w
bei T, = 30°C
Sperrschichttemperatur Tj 200 oc
Lagertemperatur Tq -65... 200 (°C
Wirmewiderstand oc/w
Sperrschicht/Gehéduse Ring <2
02.71
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BU 112

Si-Mesa-Leistungs-Transistor NPN

vorldufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei TU =25°C

Kollektor-Basis- UcBo =250 ICBO <500 ‘MA
Reststrom - :
Kollektor-Emitter- Ucpx =550V ICEX <10 mA
Reststrom UBE =.5V
Emitter-Basis- IE =10 mA U(BR)EBO >10 v
Durchbruchspannung
statische Strom- Ic=6A hoy & >7
verstidrkung
Upg=2V
Transitfrequenz IC =0,5A fr 6 MHz
f=10 MHz
Ausgangskapazitit Ucgp=10V Cooy 200 pF
in Basisschaltung
f=1 MHz
Abfallzeit Ic= 6 A te <1 us
Zulissige
Gesamtverlustleistung
Ptot = H(Tq)
Piot(W)
120
100
80 TN
N
60 N
RthG
40 \\
N
20 : \\
\
0

0 50 100 150 Tg (°0)

02.71
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Si-Leisungs-Transistor NPN

BU 113

Ausfithrung Leistungstransistor in Mesa-
Technik, Gehduse TO 3, galvanisch mit

dem Kollektor verbunden.

Anwendung Ausgangsstufe fir 110°
Horizontal Ablenkung in Farbfernsehgeriten

Grenzwerte bei T =25°C

r‘——ZZZ‘—

vorldufige Daten

o

T

|

]
&L

103

30,4 —— i
40—t

—= 85

[

pe—22,8—m
|
T

2

max.

Kollektor-Basis-Spannung UCBO 700 A%
Kollektor-Emitter-Spannung UCEO 275 v
Rpp =100Q Ucgg |350

Upgg = -5V UCEX 700
Emitter-Basis-Spannung UEBO 10 v
Kollektorstrom Ic 10 A
Basisstrom IB 4 A
Gesamtverlustleistung Piot 85 w
bei Tg=30°

Sperrschichttemperatur T; 200 °c
Lagertemperatur 'Tg -65... 200 (°C
Wirmewiderstand °c/w
Sperrschicht /Gehduse Ring <2

02.71
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BU 13

Si-Leistungs-Transistor NPN

vorliufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei T =25°C

Emitter-Basis- IEBO =30 mA U(BR)EBO* >10 |V
Durchbruchspannung *
Kollektof'-Emitter- IC =10 A Ucggat® <3 v
Restspannung
Ié(e)lslt(asl:tor-Emitter- Upgpx =250V ICEX <2 mA
rom
_ U =700V <10
Uggp=5V CEX
statische Strom I1.=8A hoi g >7
verstarkung LFCE =2V
Ausgaggskapazitﬁt UCBO =10V [Co9op 200 |[pF
in Basisschaltung
f=1 MHz
Transitfrequenz Ic =0,5 A fr 5 MHz
f=10 MHz
UCE =15V
Abfallzeit Ie= 8 A te <1 us
Ig1=L6 A
-IB2 = 1,6 A

* Impulsweise gemessen:tp =300 us, 6§ <2%

Zuldssige

Gesamtverlustleistung
Piot = £(Tg)

75

50 \

25

02,71

100 150

Tg (°C)
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